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(57)【要約】
【課題】異なる幅を連結した導電膜の極細パターンを少
ないプロセス数で高精度に形成して高精細な液晶表示パ
ネルを得る。
【解決手段】幅広の導電膜と幅狭の導電膜のように、薄
膜トランジスタ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷの表面の大部
分を撥液性ＲＡとし、幅狭のゲート電極形成部ＧＴＡの
みを親液性ＦＡとする。新液性ＦＡのゲート電極形成部
ＧＴＡに導電性インクを滴下し、滴下したインク膜がゲ
ート電極形成部ＧＴＡに均一に広がった後、撥液性ＲＡ
のゲート配線形成部ＧＬＡに幅広のゲート配線をＩＪ直
描で形成する。ゲート電極形成部ＧＴＡとゲート配線形
成部ＧＬＡのインク膜の膜厚は、それぞれの部分におけ
るインクの滴下量で制御し、焼成後側液晶表示パネルに
得られる両者の膜厚を同等にする。
【選択図】図６



(2) JP 2008-102485 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と第２基板との間に液晶を挟持し、前記第１の絶縁基板側には薄膜トランジス
タを有する画素がマトリクス状に配置された液晶表示パネルの製造方法であって、
　前記薄膜トランジスタが形成される前記第１基板の表面を、導電性インクの直描で形成
できる幅広導電膜の形成部分を含む大部分は撥液性で、導電性インクの直描で形成できな
い幅狭導電膜の形成部分は親液性とする撥親液性処理工程と、
　前記幅狭導電膜の形成部分に導電性インクを滴下し、当該幅狭導電膜の形成部分に前記
親液性による導電性インクの流し込みを行って所要膜厚の幅狭導電膜を形成するためのイ
ンク膜を得る幅狭導電部インク膜形成工程と、
　前記幅広導電膜の形成部分に導電性インクを直接描画により塗布し、所要膜厚の幅広導
電幕を形成するためのインク膜を得る幅広導電部インク膜形成工程と、
　前記幅狭導電部インク膜と前記幅広導電部インク膜を焼成して前記幅狭導電膜と前記幅
広導電膜とするインク膜焼成工程と、
をこの順で含むことを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの一部を前記幅狭導電部インク膜の一部の上に重畳させることにより、前記インク
膜焼成工程で前記幅狭導電膜と前記幅広導電膜を一体の導電性膜とすることを特徴とする
液晶表示パネルの製造方法。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの塗布量を制御することで、前記インク膜焼成工程で得られる前記幅狭導電膜の膜
厚に等しい導電性膜とすることを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記撥親液性処理工程では、前記第１基板の表面層に、撥液性を有して光の照射で親液
性となる母材を用い、前記幅狭導電膜の形成部分に光を照射して親液性とすることを特徴
とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記幅広導電膜は前記薄膜トランジスタのゲート配線であり、前記幅狭導電膜はゲ－ト
電極であることを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項６】
　第１基板と第２基板との間に液晶を挟持し、前記第１の絶縁基板側には薄膜トランジス
タを有する画素がマトリクス状に配置された液晶表示パネルの製造方法であって、
　前記薄膜トランジスタが形成される前記第１基板の表面を、導電性インクの直描で形成
できる幅広導電膜の形成部分を含む大部分は撥液性で、導電性インクの直描で形成できな
い幅狭導電膜の形成部分は親液性とする撥親液性処理工程と、
　前記幅広導電膜の形成部分に導電性インクを直接描画により塗布し、所要膜厚の幅広導
電幕を形成するためのインク膜を得る幅広導電部インク膜形成工程と、
　前記幅狭導電膜の形成部分に導電性インクを滴下し、当該幅狭導電膜の形成部分に前記
親液性による導電性インクの流し込みを行って所要膜厚の幅狭導電膜を形成するためのイ
ンク膜を得る幅狭導電部インク膜形成工程と、
　前記幅狭導電部インク膜と前記幅広導電部インク膜を焼成して前記幅狭導電膜と前記幅
広導電膜とするインク膜焼成工程と、
をこの順で含むことを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項７】
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　請求項６において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅狭導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの一部を前記幅広導電部インク膜の一部の上に重畳させることにより、前記インク
膜焼成工程で前記幅広導電膜と前記幅狭導電膜を一体の導電性膜とすることを特徴とする
液晶表示パネルの製造方法。
【請求項８】
　請求項６において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅狭導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの滴下量を制御することで、前記インク膜焼成工程で得られる前記幅広導電膜の膜
厚に等しい導電性膜とすることを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項９】
　請求項６において、
　前記撥親液性処理工程では、前記第１基板の表面層に、撥液性を有して光の照射で親液
性となる母材を用い、前記幅狭導電膜の形成部分に光を照射して親液性とすることを特徴
とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　請求項７において、
　前記幅広導電膜は前記薄膜トランジスタのゲート配線であり、前記幅狭導電膜はゲ－ト
電極であることを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【請求項１１】
　複数のゲート配線から能動層の領域に延びるゲート電極を有する薄膜トランジスタが形
成された第１基板と、カラーフィルタ層と対向電極が形成された第２基板と、前記第１基
板の内面の最上層に成膜された第１配向膜と前記第２基板の最上層に成膜された第２配向
膜との間に封入された液晶層とを有する液晶表示パネルであって、
　前記ゲート配線は、前記第１基板の内面に付与された撥液性部に導電性インクの直接描
画でパターニングされたものであり、
　前記ゲート電極は、前記第１基板の内面に前記ゲート配線と一端を連結して前記能動層
の領域に伸びる短冊状パターンに付与された親液性部に導電性インクの滴下でパターニン
グされたものであり、
　前記ゲート電極の電極幅は前記ゲート配線の配線幅と異なり、両者の膜厚が略々等しい
ことを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記ゲート電極と前記ゲート配線との連結部では、前記ゲート電極の端部の一部が前記
ゲート配線の端部の下側にあることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記ゲート電極と前記ゲート配線との連結部では、前記ゲート配線の端部の一部が前記
ゲート電極の端部の下側にあることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１４】
　複数のゲート配線から能動層の領域に延びるゲート電極を有する薄膜トランジスタが形
成された第１基板と、カラーフィルタ層と対向電極が形成された第２基板と、前記第１基
板の内面の最上層に成膜された第１配向膜と前記第２基板の最上層に成膜された第２配向
膜との間に封入された液晶層とを有する液晶表示パネルであって、
　前記ゲート配線は、前記第１基板の内面の当該ゲート配線部の領域に付与された撥液性
部に導電性インクの直接描画でパターニングされたものであり、
　前記ゲート電極は、前記第１基板の内面に当該ゲート電極よりも広い領域に形成された
撥液領域で囲まれ、前記ゲート配線と一端を連結して前記能動層の領域に伸びる短冊状パ
ターンに付与された親液性部に導電性インクの滴下でパターニングされたものであり、
　前記ゲート電極の電極幅は前記ゲート配線の配線幅と異なり、両者の膜厚が略々等しい
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ことを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記ゲート電極と前記ゲート配線との連結部では、前記ゲート電極の端部の一部が前記
ゲート配線の端部の下側にあることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項１６】
　請求項１４において、
　前記ゲート電極と前記ゲート配線との連結部では、前記ゲート配線の端部の一部が前記
ゲート電極の端部の下側にあることを特徴とする液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の半導体装置に係り、特にアクティブ・マトリクス型の液晶
表示パネルの製造方法とこの方法で製造した液晶表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の液晶表示装置は、液晶表示パネルと駆動回路およびバックライト等の周辺装置
を組み合わせて構成される。図１３は、典型的な縦電界型（所謂ＴＮ型）の液晶表示装置
の概略構成例を説明する断面模式図である。通常、アクティブ・マトリクス型の液晶表示
装置を構成する液晶表示パネルは、第１基板（アクティブ・マトリクス基板あるいは薄膜
トランジスタ基板：ＴＦＴ基板）で構成される第１パネルＰＮＬ１と、第２基板（対向基
板あるいはカラーフィルタ基板：ＣＦ基板）で構成される第２パネルＰＮＬ２との間に液
晶ＬＣを封入して形成される。
【０００３】
　第１パネルＰＮＬ１を構成する第１基板ＳＵＢ１の内面には、薄膜トランジスタＴＦＴ
と、この薄膜トランジスタＴＦＴで駆動される画素電極ＰＸを有し、最上層には第１配向
膜ＯＲＩ１が成膜され、液晶配向制御能が付与されている。また、外面（背面）には第１
偏光板ＰＯＬ１が貼付されている。一方、第２パネルＰＮＬ２を構成する第２基板ＳＵＢ
２の内面には、カラーフィルタＣＦ、隣接画素のカラーフィルタとの間を区画する遮光層
（ブラックマトリクス）ＢＭ、対向電極ＣＴを有し、最上層には第２配向膜ＯＲＩ２が成
膜され、液晶配向制御能が付与されている。また、外面（表面）には、偏光軸を第１偏光
板ＰＯＬ１の偏光軸とはクロスニコル配置した第２偏光板ＰＯＬ２が貼付されている。な
お、細かな構成は図示を省略した。
【０００４】
　第１基板ＳＵＢ１に薄膜トランジスタＴＦＴを作り込む製造工程では、当該基板上に、
先ず、クロム等の金属膜からなる平行配置された複数のゲート配線およびこの各ゲート配
線から画素毎に延びるゲート電極が形成される。一般に、ゲート電極の幅はゲート配線の
幅よりも狭い。その後、絶縁層、能動層（シリコン半導体層）、データ配線、データ電極
（ソース・ドレイン電極）、画素電極、保護膜、配向膜などを形成し、配向膜に液晶配向
制御能を付与して第１基板が形成される。第１基板ＳＵＢ１の背面には、バックライトＢ
ＬＫが設置されている。なお、この液晶表示パネルを駆動するための回路は図示していな
い。
【０００５】
　図１４は、図１２で説明した液晶表示パネルの１画素の構成とこの画素を構成する薄膜
トランジスタの構成を説明する図である。すなわち、図１４（ａ）は画素の平面図、図１
４（ｂ）は、図１４（ａ）のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。図１４（ａ）に示したよ
うに、薄膜トランジスタＴＦＴがゲート配線ＧＬとデータ配線ＤＬとの交差部に画素が配
置されている。また、画素を構成する画素電極ＰＸがコンタクトホールＴＨを通して薄膜
トランジスタＴＦＴのソース電極（又はドレイン電極）ＳＤ１に接続され、また補助容量
配線ＣＬとの間で補助容量を形成している。



(5) JP 2008-102485 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

【０００６】
　図１４（ｂ）において、薄膜トランジスタＴＦＴは、第１基板ＳＵＢ１の表面に形成さ
れた下地膜ＵＷの上に、ゲート配線ＧＬから延びるゲート電極ＧＴと、このゲート電極Ｇ
Ｔを覆うようにゲート絶縁膜ＧＩが形成されている。このゲート絶縁膜ＧＩ上に能動層と
してのシリコン（Ｓｉ）半導体層ＳＩとオーミックコンタクト層（ｎ+Ｓｉ）ＮＳ、ソー
ス電極ＳＤ１及びドレイン電極ＳＤ２が順次積層される。下地膜ＵＷは、窒化シリコンと
酸化シリコンの積層膜で形成される。
【０００７】
　このゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴを覆って窒化シリコン（シリコン・ナイトラ
イド：ＳｉＮｘ）を好適とするゲート絶縁膜ＧＩが成膜され、その上にゲート配線ＧＬと
交差する複数のデータ配線ＤＬが形成される。なお、このデータ配線ＤＬと同時にソース
電極（又はドレイン電極）ＳＤ１とドレイン電極（又はソース電極）ＳＤ２が同層で形成
される。
【０００８】
　この画素はフルカラー表示の場合は各単色（赤、緑、青）の副画素となるが、ここでは
単に画素と称する。画素を構成する薄膜トランジスタＴＦＴは、上記したように、ゲート
電極ＧＴと、このゲート電極の上にパターニングされたシリコン半導体膜ＳＩと、シリコ
ン半導体膜の上層に分離して形成されたオーミックコンタクト層（ｎ+シリコン）ＮＳと
、分離したオーミックコンタクト層のそれぞれに接続したソース電極（ドレイン電極）と
ドレイン電極（ソース電極）とで構成される。
【０００９】
　この薄膜トランジスタの上層には保護膜ＰＡＳが成膜され、その上にＩＴＯを好適とす
る画素電極ＰＸがパターニングされ、保護膜ＰＡＳに開けたコンタクトホールＴＨでソー
ス電極（又はドレイン電極）ＳＤ１に接続している。なお、画素電極ＰＸを覆って第１配
向膜（図１３参照）が成膜される。
【００１０】
　一方、図示しない他方の基板には、フルカラーの場合は３色のカラーフィルタと平滑層
（オーバーコート層、図１３には示していない）を介した対向電極（図１３参照）が形成
される。そして、対向電極を覆って第２配向膜（図１３参照）が成膜され、上記した一方
の基板であるアクティブ・マトリクス基板と重ねあわせ、その間隙に液晶が封入される。
【００１１】
　上記したアクティブ・マトリクス基板の配線等をインクジェット法で形成するものが特
許文献１に開示されている。特許文献１では、薄膜トランジスタＴＦＴのゲート電極を導
電材料を含有する液体材料を用いて、インクジェット法によって形成し、また、薄膜トラ
ンジスタＴＦＴのソース電極及びドレイン電極を、半導体材料を含有する液体材料を用い
て、インクジェット法によって形成することが記載されている。なお、特許文献３は後述
するマスクレス露光を開示する文献例である。
【特許文献１】特開２００３－３１８１９３号公報
【特許文献２】特開２０００－２４９８２１号公報
【特許文献３】特表２００２－５２０８４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　液晶表示パネルにおける薄膜トランジスタのゲート配線やゲート電極、ソース・ドレイ
ン電極等を金属膜スパッタとフォトリソ工程の組み合わせで形成する従来からの方法に代
えて、インクジェット法（ＩＪ方式）を用いた導電性インクの直接描画方法（以下、ＩＪ
直描とも称する）を用いることで、設備投資と製造コストの低減、および生産効率の大幅
向上が期待できると考えられる。また、表示の高精細化に伴い、薄膜トランジスタの高精
細構造化が必要となってくる。しかしながら、ＩＪ直描で金属配線を形成した場合、現行
では３０μｍ幅以下のような微細配線パターンを形成することは困難である。特に、高精
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細化に伴う薄膜トランジスタでは、ゲート電極は１０μｍ幅以下が要求される。このよう
な幅狭のゲート電極の形成にはＩＪ直描を使用することができない。
【００１３】
　また、液晶表示パネルにおける薄膜トランジスタのゲート電極に限らず、他の配線や電
極、あるいは各構成層パターン、シリコン基板などに形成する各種の半導体装置の配線や
電極のさらなる幅狭化に対しても同様に、ＩＪ直描を使用することが困難になりつつある
。
【００１４】
　このため、インクジェット方式を用いた幅狭の配線や電極等、典型的には薄膜トランジ
スタのゲート配線やゲート電極の形成には、ＩＪ直描に替えて、所謂撥親液コントラスト
パターン法が注目されている。この撥親液コントラストパターン法は、例えば、基板上の
ゲート配線形成部とゲート電極形成部とを親液性のパターンとし、それ以外の部分は撥液
性としておき、親液性のゲート配線形成部とゲート電極形成部に導電性インクをＩＪ法で
滴下して流し込むという手法である。なお、バンクを用いて親液性のゲート配線形成部と
ゲート電極形成部を形成し、ＩＪ法で滴下して流し込むという手法も知られている（特許
文献２）。
【００１５】
　しかし、撥親液コントラストパターン法では親液性パターン中に幅が異なるパターンが
あると、狭い幅のパターンの先端に導電性インクが流れ込まない部分が発生し、あるいは
幅が狭いパターン側の膜厚が薄くなるという現象が生じる。また、バンクを用いる方法で
は、バンク形成のためのホトリソプロセスと撥親性パターンの作製のためのプロセスが必
要となり、工程数の削減が難しい。
【００１６】
　本発明の目的は、ゲート配線とゲート電極にように、配線や電極の幅（パターン幅）の
異なる極細配線あるいは極細電極を少ないプロセス数で高精度に形成することを可能にし
た液晶表示パネルの製造方法とこの方法で製造した液晶表示パネルを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の製造方法は、第１基板と第２基板との間に液晶を
挟持し、前記第１の絶縁基板側には薄膜トランジスタを有する画素がマトリクス状に配置
された液晶表示パネルの製造方法であって、
　前記薄膜トランジスタが形成される前記第１基板の表面を、導電性インクの直描で形成
できる幅広導電膜の形成部分を含む大部分は撥液性で、導電性インクの直描で形成できな
い幅狭導電膜の形成部分は親液性とする撥親液性処理工程と、
　前記幅狭導電膜の形成部分に導電性インクを滴下し、当該幅狭導電膜の形成部分に前記
親液性による導電性インクの流し込みを行って所要膜厚の幅狭導電膜を形成するためのイ
ンク膜を得る幅狭導電部インク膜形成工程と、
　前記幅広導電膜の形成部分に導電性インクを直接描画により塗布し、所要膜厚の幅広導
電膜を形成するためのインク膜を得る幅広導電部インク膜形成工程と、
　前記幅狭導電部インク膜と前記幅広導電部インク膜を焼成して前記幅狭導電膜と前記幅
広導電膜とするインク膜焼成工程と、
をこの順で含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の製造方法は、上記の幅狭導電部インク膜形成工程と幅広導電部インク膜
形成工程の順序を入れ替えることができる。
【００１９】
　そして、前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク膜形成工程を前記幅
狭導電部インク膜の形成工程の前に行う場合は、当該導電性インクの一部を前記幅狭導電
部インク膜の一部の上に重畳させることにより、また前記幅広導電部インク膜形成工程を
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前記幅狭導電部インク膜の形成工程の後に行う場合は、当該導電性インクの一部を前記幅
広導電部インク膜の一部の上に重畳させることにより、前記インク膜焼成工程で前記幅狭
導電膜と前記幅広導電膜を一体の導電性膜とすることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の製造方法は、前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク
膜形成工程、あるいは前記幅狭導電部インク膜形成工程では、当該導電性インクの塗布量
あるいは滴下量を制御することで、前記インク膜焼成工程で得られる幅広導電膜と前記幅
狭導電膜の膜厚を等しくすることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の液晶表示パネルは、そのゲート配線が前記第１基板の内面に付与された
撥液性部に導電性インクの直接描画でパターニングされたものであり、
　ゲート電極が、第１基板の内面にゲート配線と一端を連結して能動層の領域に伸びる短
冊状パターンに付与された親液性部に導電性インクの滴下でパターニングされたものであ
り、
　ゲート電極の電極幅はゲート配線の配線幅と異なり、両者の膜厚が略々等しいことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、配線や電極の幅（パターン幅）の異なる極細配線あるいは極細電極を
少ないプロセス数で高精度に形成することが可能になり、液晶表示パネルへの適用により
、の製造方法とこの方法で製造した液晶表示パネルでは、その薄膜トランジスタのゲート
配線から延びる微細な幅のゲート電極を少ないプロセス数で高精度に形成することを可能
にして高精細表示の液晶表示パネルを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。以下では、液晶表示パネルの薄膜トランジスタ
に本発明を適用した例を説明する。先ず、本発明に至った経緯を撥親液コントラストパタ
ーンとインクジェット法の組み合わせを用いたインクの塗布特性の検証を参照して説明す
る。
【００２４】
　図１は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用したゲート配線およびゲ
ート電極の形成を説明する模式図である。第１基板ＳＵＢ１は液晶表示パネルを構成する
ガラス板からなる薄膜トランジスタ基板である。この第１基板ＳＵＢ１の内面には、ガラ
スからのイオン湧き上がりを阻止し、表面平滑化するための下地膜（あるいは下地層）Ｕ
Ｗが成膜されている。通常、下地膜ＵＷは窒化シリコンと酸化シリコンで構成される。
【００２５】
　図１（ａ）のように、下地膜ＵＷの表面の大部分は撥液性ＲＡとし、ゲート配線形成部
分ＧＬＡおよびゲート電極形成部分ＧＴＡは親液性ＦＡとしてある。ゲート電極形成部分
ＧＴＡの配線幅Ｗｇｔはゲート配線形成部分ＧＬＡの配線幅Ｗｇｌより狭い（Ｗｇｔ＜Ｗ
ｇｌ）。この親液性ＦＡ部分にインクジェットノズルＮＺから導電性インク滴Ｆ－ＩＫを
滴下して塗布する（図１（ｂ））。これを焼成してゲート配線ＧＬおよびゲート配線ＧＬ
から延びるゲート電極ＧＴとで形成されたゲート配線/ゲート電極パターンが形成される
。
【００２６】
　図２は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用して回路パターンの形成
における課題を説明する模式図である。図２の（ａ）、（ｂ）の左側は平面を、右側には
Ｙ－Ｙ’線に沿った断面を示す。親液性とした領域への液体の盛り込み量は、原理的には
撥液部で液体が接触するときの接触角で決まる。そのため、幅が狭い部分（細線部：幅狭
部）ほど膜厚が薄くなり、図２（ａ）に示したように、矢印Ａで示したゲート電極ＧＴの
先端部分にまで液が流れなくなり、また面積が広い矢印Ｂで示したゲート配線ＧＬとの接
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続部の角部で幅の広いゲート配線部に液が引き寄せられて液の盛り上がりによる溢れが発
生する。
【００２７】
　また、図２（ｂ）に示したように、撥親液コントラストパターンの全域に液体が流し込
まれても、ゲート電極ＧＴ部分の膜厚は薄く、図２（ｂ）の右側に示したゲート配線ＧＬ
とゲート電極ＧＴの接続部分で膜厚がゲート配線ＧＬ部分よりも厚くなる。
【００２８】
　図３は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成
におけるゲート電極形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図
である。ここでは、図３（ａ）に示したように、全域を撥液性ＲＡとした薄膜トランジス
タ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷのゲート電極形成部ＧＴＡのみに単独に親液性を付与した。
親液性としたゲート電極形成部ＧＴＡにインクジェットのノズルＮＺで適量の親液インク
Ｆ-ＩＫを滴下したところ、図３（ｂ）に示したように、親液インクＦ-ＩＫは幅が狭くて
もゲート電極形成部ＧＴＡの領域の全部に確実に流し込まれた。
【００２９】
　図４は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成
におけるゲート配線形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図
である。ここでは、図４（ａ）に示したように、全域を撥液性ＲＡとした薄膜トランジス
タ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷのゲート配線形成部ＧＬＡのみに単独に親液性を付与した。
親液性としたゲート配線形成部ＧＬＡにインクジェットのノズルＮＺで適量の親液インク
Ｆ-ＩＫを滴下したところ、図４（ｂ）に示したように、ゲート配線形成部ＧＬＡの領域
の全部に確実に流し込まれた。
【００３０】
　図５は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成
におけるゲート配線形成部とゲート電極形成部を連結してゲート配線/ゲート電極を親液
性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図である。ここでは、図５（ａ）に示した
ように、全域を撥液性ＲＡとした薄膜トランジスタ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷのゲート配
線形成部ＧＬＡとゲート電極形成部ＧＴＡに親液性ＦＡを付与した。両者の幅はＷｇｔ＜
Ｗｇｌである。
【００３１】
　親液性としたゲート電極形成部ＧＴＡのみにインクジェットのノズルＮＺで親液インク
Ｆ-ＩＫを滴下した。親液インクＦ-ＩＫの滴下位置を丸点線ＴＰで示した。その結果、親
液インクＦ-ＩＫの大半は幅が広いゲート配線形成部ＧＬＡ側に流れ込んで、図５（ｂ）
の矢印Ａで示したように、幅の狭いゲート電極形成部ＧＴＡにインクが塗布されない部分
が生じた。また、親液インクＦ-ＩＫをゲート電極形成部ＧＴＡに滴下し、次いでゲート
配線形成部ＧＬＡに滴下した場合も図２で説明したような塗布むらや膜厚の変化が発生し
た。
【００３２】
　以上の検証により、液体（インク）の流れ込みは、同じ線幅の限られた面積領域では、
確実に予想通りの平衡安定化を実現する。しかし、ゲート配線とこれに接続するゲート電
極のように、線幅が異なる、あるいは単位長さ当りの面積が異なるようなパターン上では
、先ずより広い親液部面積が得られる箇所で液体が一体化することにより、界面エネルギ
ーと表面自由エネルギーの双方を大きく低下させて安定化させる傾向にあると考えられる
。
【００３３】
　次に、更に加えられた液滴の挙動に対して、（a）表面エネルギーの増加に伴うが、ゲ
ート電極部を含む親液部方向に広がることにより、発生する界面エネルギーの低下の方が
エネルギー的に安定する、あるいは（b）親液部への液流れの進行に伴う界面エネルギー
の低下よりも、現状の界面付近にとどまり、表面積のみをできるだけ小さくして表面自由
エネルギーを下げた方がエネルギー的に安定する、という推進原理が考えられる。
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【００３４】
　なお、基板の表面に撥液性を持たせるには、当該表面の形成材が窒化シリコンの場合は
、窒化シリコン自体の撥液性をそのまま利用する。基板表面が有機樹脂の場合は、フッ素
を含有する官能基、あるいはシリコンを含む添加剤を当該樹脂に含ませる。あるいは、樹
脂を塗布後、四フッ化炭素に代表されるフッ素系ガスを用いたプラズマ処理を行う。この
ようにして撥液性とした表面に光照射、あるいは電子ビームの照射で所望の幅とパターン
で親液化処理を行う。この処理を撥親液化処理と称する。
【００３５】
　幅広部と幅狭部とが接続するパターン、たとえば図１（ｂ）に示したような所望のゲー
ト配線/ゲート電極パターンの確実な形成のためには、上記（a）の推進力による寄与が大
きい。これには、より大きな撥親液コントラスト、並びに液体の粘性抵抗といったダイナ
ミックスも関与する。現状では、撥親液コントラストは限界レベルに達している。又、粘
性抵抗も、メタル含有率の観点から、これ以上下げられない限界に達している。このよう
な限界状態において、少しでも上記（ｂ）の作用が加わった場合は、図３で説明した現象
が発現し易いと推察される。
【実施例１】
【００３６】
　図６は、本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例１を説明する模式図である。実
施例１では、図６（a）に示したように、薄膜トランジスタ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷの
表面の大部分を撥液性ＲＡとし、ゲート電極形成部ＧＴＡのみを親液性ＦＡとする（ゲー
ト配線形成部ＧＬＡも撥液性ＲＡ）。この撥親液化処理は前記の方法で行われるが、ここ
では、特に後述するデジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）を用いる光走査で親
液性を付与する。光走査を用いることで、インクジェットの直描では不可能とされる幅狭
の親液性パターンを形成できる。
【００３７】
　親液性ＦＡのゲート電極形成部ＧＴＡに導電性インク（例えば、溶媒に銀粒子を混入し
たメタルインクＦ－ＩＫ）を滴下し、滴下したインク膜がゲート電極形成部ＧＴＡに均一
に広がった後、撥液性ＲＡのゲート配線形成部ＧＬＡにゲート配線をＩＪ直描で形成する
（図６（ｂ））。なお、このとき、微視的に見れば、ＩＪ直描で滴下したゲート配線部の
インクの端部の一部はゲート電極形成部ＧＴＡの端部の一部の上層に重なることになる。
ゲート電極形成部ＧＴＡとゲート配線形成部ＧＬＡのインク膜の膜厚は、それぞれの部分
におけるインクの滴下量で制御でき、焼成後側液晶表示パネルに得られる両者の膜厚を同
等なものにすることができる。
【００３８】
　実施例１によれば、ゲート電極形成部ＧＴＡとゲート配線形成部ＧＬＡの夫々の部位で
のインク滴下量に応じた所望のゲート配線/ゲート電極パターンを確実に得ることができ
る（図６（ｃ））。したがって、ゲート配線ＧＬとゲート電極ＧＴは電気的に一体のもの
として形成され、従来のようなホトリソプロセスも不要となり、全体として低コストで高
精細の液晶表示パネルが得られる。
【実施例２】
【００３９】
　図７は、本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例２を説明する模式図である。実
施例２では、図７（a）に示したように、薄膜トランジスタ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷの
表面の大部分を撥液性ＲＡとし、ゲート電極形成部ＧＴＡのみを親液性ＦＡとする（ゲー
ト配線形成部ＧＬＡも撥液性ＲＡ）。撥親液性処理は前記実施例と同様である。まず、撥
液性ＲＡのゲート配線形成部ＧＬＡにゲート配線をＩＪ直描で形成する。その後、親液性
ＦＡのゲート電極形成部ＧＴＡに実施例１と同様の導電性インクを滴下し、滴下したイン
ク膜がゲート電極形成部ＧＴＡに均一に塗布する（図７（ｂ））。
【００４０】
　このとき、微視的に見れば、ＩＪの滴下で塗布されたインクの一部は、ＩＪ直描で滴下
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したゲート配線部のインクの端部の一部に重なることになる。また、実施例２でも、ゲー
ト電極形成部ＧＴＡとゲート配線形成部ＧＬＡのインク膜の膜厚は、それぞれの部分にお
けるインクの滴下量で制御でき、焼成後に得られる両者の膜厚を同等なものにすることが
できる。その結果、ゲート電極形成部ＧＴＡとゲート配線形成部ＧＬＡの夫々の部位での
インク滴下量に応じた所望のゲート配線/ゲート電極パターンを確実に得ることができる
（図７（ｃ））。
【００４１】
　上記した本発明の実施例１、実施例２において、パターン幅が広い大面積の撥液性部（
ゲート配線形成部）上のインクとパターン幅が狭い小面積の親液性部（ゲート電極形成部
）上のインクが一体化する場合、ゲート配線部の撥液性部では既に大きな界面エネルギー
があるため、この界面エネルギーの場に親液性部のゲート電極側のインクを引き込むこと
はエネルギー的に不利であると考えられる。したがって、このようなパターン形成法では
、インク液が一体化しても夫々のインク液が互いに相手方に移動することはない。
【００４２】
　実施例１、実施例２で説明した本発明における親液性の付与には、所定の開口パターン
を有する露光マスク、ここではゲート電極形成部に対応する開口パターンをもつ露光マス
クを用いて全面撥液性とした下地膜上に光照射する方法が一般的である。しかし、このよ
うな露光マスクはそれ自体が高価であるため、コスト削減の一方法として、光触媒を塗布
した基板に対してデジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）を用いる光走査で親液
性を付与するマスクレス露光が特許文献３に開示されている。
【００４３】
　しかし、テレビ受像機用などに用いられる大型の液晶表示パネルにおいて、そのゲート
配線とゲート電極の全てをＤＭＤを用いた走査で親液性化するには大幅な時間を要するた
め、実用化に至っていない。これに対し、本発明では、基板上で親液性化する面積がゲー
ト電極形成部のみであるために露光すべき面積が圧倒的に狭い。
【実施例３】
【００４４】
　図８と図９は、本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例３を説明する模式図であ
る。実施例３では、図８に示したように、光触媒を全面に塗布した薄膜トランジスタ基板
ＳＵＢ１にデジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）を用いた光走査でゲート電極
形成部ＧＴＡに親液性部ＦＡを付与する。ＧＬＡはゲート配線形成部で、このゲート配線
形成部を含め、ゲート電極形成部ＧＴＡ以外を撥液性ＲＡのままとする。
【００４５】
　その後、図９に示したように、ゲート電極形成部ＧＴＡにＩＪにより導電性インクを滴
下して、親液性部ＦＡにゲート電極ＧＴの導電性インクを流し込み、次いでゲート配線形
成部ＧＬＡにＩＪ直描で導電性インクを塗布し、焼成して、ゲート電極ＧＴと接続したゲ
ート配線ＧＬを形成する。図９はゲート配線ＧＬのインク膜を同図の右方から左方に直描
して流し込んでいる過程を示している。この手順で形成した場合、ゲート配線ＧＬの一部
はゲート電極ＧＴの一部の上に重なりあったものとなる。なお、先にゲート配線形成部Ｇ
ＬＡにＩＪ直描で導電性インクを塗布し、その後にゲート電極形成部ＧＴＡにＩＪにより
導電性インクを滴下して、親液性部ＦＡにゲート電極ＧＴの導電性インクを流し込むこと
もできる。この場合は、ゲート電極ＧＴの一部がゲート配線ＧＬの一部の上に重なりあっ
たものとなる。
【００４６】
　このように、薄膜トランジスタ基板のゲート電極形成部ＧＴＡのみをＤＭＤを用いた走
査で選択的に露光することで、大型の液晶表示パネルでも短時間で必要部分の親液性化が
可能となり、液晶表示パネルの大幅なコスト低減が実現できる。
【実施例４】
【００４７】
　図１０と図１１は、本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例４を説明する模式図
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である。実施例４では、図１０に示したように、まず、薄膜トランジスタ基板ＳＵＢ１の
ゲート電極形成部ＧＴＡの周りとゲート配線形成部ＧＬＡにＩＪで光触媒を塗布する。そ
して、デジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）を用いた光走査でゲート電極形成
部ＧＴＡに親液性部ＦＡを付与する。ゲート配線形成部を含め、ゲート電極形成部ＧＴＡ
以外を撥液性ＲＡのままである。
【００４８】
　その後、図１１に示したように、ゲート電極形成部ＧＴＡにＩＪにより導電性インクを
滴下して、親液性部ＦＡにゲート電極ＧＴの導電性インクを流し込む。次いで、ゲート配
線形成部ＧＬＡにＩＪ直描で導電性インクを塗布し、焼成して、ゲート電極ＧＴと接続し
たゲート配線ＧＬを形成する。なお、ゲート配線形成部ＧＬＡにＩＪ直描で導電性インク
を塗布した際に、塗布された導電性インクは、その推進力でゲート電極ＧＴと接続する。
図１１はゲート配線ＧＬのインク膜を同図の右方から左方に直描して流し込んでいる過程
を示している。
【００４９】
　この手順で形成した場合も、ゲート配線ＧＬの一部はゲート電極ＧＴの一部の上に重な
りあったものとなる。なお、先にゲート配線形成部ＧＬＡにＩＪ直描で導電性インクを塗
布し、その後にゲート電極形成部ＧＴＡにＩＪにより導電性インクを滴下して、親液性部
ＦＡにゲート電極ＧＴの導電性インクを流し込むこともできる。この場合は、ゲート電極
ＧＴの一部がゲート配線ＧＬの一部の上に重なりあったものとなる。
【００５０】
　このように、本実施例でも、薄膜トランジスタ基板のゲート電極形成部ＧＴＡ近傍にの
み光触媒をＩＪで塗布してゲート電極形成部ＧＴＡをＤＭＤを用いた走査で選択的に露光
するものであるため、光触媒の塗布作業時間とその塗布量が少なくて済み、かつ大型の液
晶表示パネルでもより短時間で必要部分の親液性化が可能となり、液晶表示パネルの大幅
なコスト低減が実現できる。
【００５１】
　なお、上記の実施例３，４では、光触媒の塗布にＩＪを用いるものとして説明したが、
本発明はこれに限るものではなく、スピン塗布やスクリーン印刷などの手法を用いること
もできる。
【００５２】
　図１２は、アクティブ・マトリクス型液晶表示装置の等価回路を説明する図である。図
１２（ａ）は液晶表示パネル全体の回路図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）における画素部
ＰＸＬの拡大図である。図１２（ａ）において、表示パネルＰＮＬには多数の画素部ＰＸ
Ｌがマトリクス配列されており、各画素部ＰＸＬはゲート配線駆動回路ＧＤＲで選択され
、データ配線(ソース配線とも言う)駆動回路ＤＤＲからの表示データ信号に応じて点灯さ
れる。
【００５３】
　すなわち、ゲート配線駆動回路ＧＤＲによって選択されたゲート配線ＧＬに対応して、
データ配線駆動回路ＤＤＲからデータ配線ＤＬを通して液晶表示パネルＰＮＬの画素部Ｐ
ＸＬにおける薄膜トランジスタＴＦＴに表示データ（電圧）が供給される。
【００５４】
　図１１（ｂ）に示したように、画素部ＰＸＬを構成する薄膜トランジスタＴＦＴは、ゲ
ート配線ＧＬとデータ配線ＤＬとの交差部に設けられる。薄膜トランジスタＴＦＴのゲー
ト電極ＧＴはゲート配線ＧＬに接続し、薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極又はソー
ス電極（この時点ではドレイン電極）ＳＤ２には、データ配線ＤＬが接続されている。
【００５５】
　薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極又はソース電極（この時点ではソース電極）Ｓ
Ｄ１は液晶（素子）ＬＣの画素電極ＰＸに接続される。液晶ＬＣは、画素電極ＰＸと共通
電極ＣＴとの間にあって、画素電極ＰＸに供給されるデータ(電圧)により駆動される。な
お、データを一時保持するための補助容量Ｃａがドレイン電極ＳＤ２と補助容量配線ＣＬ
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【００５６】
　実施例３、実施例４において、ゲート電極ＧＴの電極幅はゲート配線ＧＬの配線幅と異
ならせて、両者の膜厚を略々等しくすることが望ましい。具体的には、ゲート電極ＧＴの
電極幅はゲート配線ＧＬの配線幅より狭くする。
【００５７】
　本発明による液晶表示パネルは、前記図１３におけるゲート配線ＧＬとゲート電極ＧＴ
は、前記した本発明の実施例の何れかによって形成されたものとなる。
【００５８】
　本発明は、液晶表示パネルにおける薄膜トランジスタのゲート電極に限らず、他の配線
や電極、あるいは各構成層パターン、シリコン基板などに形成する各種の半導体装置の配
線や電極のさらなる幅狭化に対しても同様に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用したゲート配線およびゲー
ト電極の形成を説明する模式図である。
【図２】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用して回路パターンの形成に
おける課題を説明する模式図である。
【図３】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート電極形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図で
ある。
【図４】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート配線形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図で
ある。
【図５】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート配線形成部とゲート電極形成部を連結してゲート配線/ゲート電極を親液性
とした場合の液体の流し込み状態を説明する図である。
【図６】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例１を説明する模式図である。
【図７】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例２を説明する模式図である。
【図８】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例３を説明する模式図である。
【図９】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例３を説明する図８に続く模式図で
ある。
【図１０】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例４を説明する模式図である。
【図１１】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例４を説明する図１０に続く模式
図である。
【図１２】アクティブ・マトリクス型液晶表示装置の等価回路を説明する図である。
【図１３】典型的は縦電界型（所謂ＴＮ型）の液晶表示装置の概略構成例を説明する断面
模式図である。
【図１４】図１３で説明した液晶表示パネルの１画素の構成とこの画素を構成する薄膜ト
ランジスタの構成を説明する図である。
【符号の説明】
【００６０】
　ＳＵＢ１・・・第１基板（薄膜トランジスタ基板）、ＳＵＢ２・・・第２基板（カラー
フィルタ基板）、ＧＬ・・・ゲート配線、ＧＴ・・・ゲート電極、ＧＩ・・・ゲート絶縁
膜、ＵＷ・・・下地膜、ＲＡ・・・撥液性部、ＦＡ・・・親液性部、ＧＬＡ・・・ゲート
配線形成部、ＧＴＡ・・・ゲート電極形成部、ＮＺ・・・ノズル、Ｆ-ＩＫ・・・親液性
インク。
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　請求項６において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの一部を前記幅狭導電部インク膜の一部の上に重畳させることにより、前記インク
膜焼成工程で前記幅広導電膜と前記幅狭導電膜を一体の導電性膜とすることを特徴とする
液晶表示パネルの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　請求項６において、
　前記導電性インクの直接描画による前記幅広導電部インク膜形成工程では、当該導電性
インクの滴下量を制御することで、前記インク膜焼成工程で得られる前記幅狭導電膜の膜
厚に等しい導電性膜とすることを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　図１４は、図１２で説明した液晶表示パネルの１画素の構成とこの画素を構成する薄膜
トランジスタの構成を説明する図である。すなわち、図１４（ａ）は画素の平面図、図１
４（ｂ）は、図１４（ａ）のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。図１４（ａ）に示したよ
うに、薄膜トランジスタＴＦＴがゲート配線ＧＬとデータ配線ＤＬとの交差部に配置され
ている。また、画素を構成する画素電極ＰＸがコンタクトホールＴＨを通して薄膜トラン
ジスタＴＦＴのソース電極（又はドレイン電極）ＳＤ１に接続され、また補助容量配線Ｃ
Ｌとの間で補助容量を形成している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　しかし、撥親液コントラストパターン法では親液性パターン中に幅が異なるパターンが
あると、狭い幅のパターンの先端に導電性インクが流れ込まない部分が発生し、あるいは
幅が狭いパターン側の膜厚が薄くなるという現象が生じる。また、バンクを用いる方法で
は、バンク形成のためのホトリソプロセスと撥親液性パターンの作製のためのプロセスが
必要となり、工程数の削減が難しい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明によれば、配線や電極の幅（パターン幅）の異なる極細配線あるいは極細電極を
少ないプロセス数で高精度に形成することが可能になり、液晶表示パネルへの適用により
、この製造方法とこの方法で製造した液晶表示パネルでは、その薄膜トランジスタのゲー
ト配線から延びる微細な幅のゲート電極を少ないプロセス数で高精度に形成することを可
能にして高精細表示の液晶表示パネルを得ることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　図３は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成
におけるゲート電極形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図
である。ここでは、図３（ａ）に示したように、全域を撥液性ＲＡとした薄膜トランジス
タ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷのゲート電極形成部ＧＴＡのみに単独に親液性を付与した。
親液性としたゲート電極形成部ＧＴＡにインクジェットのノズルＮＺで適量の導電性イン
クＦ-ＩＫを滴下したところ、図３（ｂ）に示したように、導電性インクＦ-ＩＫは幅が狭
くてもゲート電極形成部ＧＴＡの領域の全部に確実に流し込まれた。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図４は、撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成
におけるゲート配線形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図
である。ここでは、図４（ａ）に示したように、全域を撥液性ＲＡとした薄膜トランジス
タ基板ＳＵＢ１の下地膜ＵＷのゲート配線形成部ＧＬＡのみに単独に親液性を付与した。
親液性としたゲート配線形成部ＧＬＡにインクジェットのノズルＮＺで適量の導電性イン
クＦ-ＩＫを滴下したところ、図４（ｂ）に示したように、ゲート配線形成部ＧＬＡの領
域の全部に確実に流し込まれた。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　親液性としたゲート電極形成部ＧＴＡのみにインクジェットのノズルＮＺで導電性イン
クＦ-ＩＫを滴下した。導電性インクＦ-ＩＫの滴下位置を丸点線ＴＰで示した。その結果
、導電性インクＦ-ＩＫの大半は幅が広いゲート配線形成部ＧＬＡ側に流れ込んで、図５
（ｂ）の矢印Ａで示したように、幅の狭いゲート電極形成部ＧＴＡにインクが塗布されな
い部分が生じた。また、導電性インクＦ-ＩＫをゲート電極形成部ＧＴＡに滴下し、次い
でゲート配線形成部ＧＬＡに滴下した場合も図２で説明したような塗布むらや膜厚の変化
が発生した。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
【図１】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用したゲート配線およびゲー
ト電極の形成を説明する模式図である。
【図２】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用して回路パターンの形成に
おける課題を説明する模式図である。
【図３】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート電極形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図で
ある。
【図４】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート配線形成部を単独の親液性とした場合の液体の流し込み状態を説明する図で
ある。
【図５】撥親液コントラストパターンとインクジェットを利用した回路パターンの形成に
おけるゲート配線形成部とゲート電極形成部を連結してゲート配線/ゲート電極を親液性
とした場合の液体の流し込み状態を説明する図である。
【図６】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例１を説明する模式図である。
【図７】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例２を説明する模式図である。
【図８】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例３を説明する模式図である。
【図９】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例３を説明する図８に続く模式図で
ある。
【図１０】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例４を説明する模式図である。
【図１１】本発明による液晶表示パネルの製造法の実施例４を説明する図１０に続く模式
図である。
【図１２】アクティブ・マトリクス型液晶表示装置の等価回路を説明する図である。
【図１３】典型的な縦電界型（所謂ＴＮ型）の液晶表示装置の概略構成例を説明する断面
模式図である。
【図１４】図１３で説明した液晶表示パネルの１画素の構成とこの画素を構成する薄膜ト
ランジスタの構成を説明する図である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　ＳＵＢ１・・・第１基板（薄膜トランジスタ基板）、ＳＵＢ２・・・第２基板（カラー
フィルタ基板）、ＧＬ・・・ゲート配線、ＧＴ・・・ゲート電極、ＧＩ・・・ゲート絶縁
膜、ＵＷ・・・下地膜、ＲＡ・・・撥液性部、ＦＡ・・・親液性部、ＧＬＡ・・・ゲート
配線形成部、ＧＴＡ・・・ゲート電極形成部、ＮＺ・・・ノズル、Ｆ-ＩＫ・・・導電性
インク。
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